


















Nb3Ge アーク融解法により作成した出発物質は 19･5atO/oGeを含むA15相 (一部正方晶
Nb5Ge3を含む )であり, T は6･2KであったOこのTcが高圧高温処理後 14-16Kに高くC
なった｡電子線プローブマイクロアナライザーにより,高圧高温処理後のA15相内のGe含有
量を調べたが,出発物質と有意の差は認められなかった｡次に粉末X線回折を行い, A15相




Nb3Gel_xSix x-0･05,0･1,0･2,0･4,0･7,1とSi濃度を変えた15, 10, 20








ウ準位のスピン分離 pBg*Hが 克Aa,- i(a,了 a,2)に等 しくなるところで鋭い共鳴ミキシング
が起 り,a,3- 2Q,了 G,2,Col- 2co2-a,1の光が観測され共鳴4光子ミキシング法と呼ばれて






























(約1mOe)をかけながら,ほぼ零磁場下 (3mOe以下 )で同時測定した帯磁率 xと自発磁
化MであるO 帯磁率は,TN-5･lKで亡O-クを持 っているが,これは系のスタガー ド帯磁率
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